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【はじめに】高品質 AlInN/GaN DBR 形成には、AlInN を GaN に格子整合させる組成制御が重要

である。特に、緑色領域 AlInN/GaN DBR では、長波長化とそれに伴う比屈折率差の低下により

DBR の総膜厚が紫色領域の約 1.6 倍になること、さらに、最大反射率の組成依存性がより顕著に

なることから、高精度での組成制御が必要であることを我々は報告した[1]。この組成制御の一つ

の手法として、その場ウエハ反り測定が挙げられ、AlInN/GaN DBR に関する報告もなされている 

[2]。本報告では、AlInN 層の高精度組成（InN モル分率）制御に向けて、その場ウエハ反り測定と

その後 X 線回折測定における相関を検討した。 

【実験・結果】DBR 内 AlInN 層の InN モル分率は、X 線回折だけで正確に算出することが難しい

ため、今回 DBR 作製直前に、X 線回折による InN モル分率の算出可能な AlInN 単層の試料も同じ

成長条件で作製した。すなわち、サファイア基板上 2μm GaN テンプレート上に、MOVPE 法を用

いて、成長温度 830℃、835℃、840℃にて 60nm AlInN 単膜を作製し、その直後に、同じ成長条件

の AlInN 層を有する 25 ペアの AlInN/GaN DBR（設計波長 520nm）を作製した。図 1に、それぞ

れの試料構造を示す。次に、DBR のその場ウエハ反り測定結果（最初の 10 ペア分）を図 2 に示

す。成長温度が下がるに従って、反りの変化量が負の方向（凸形状方向）であり、AlInN に In が

より多く取り込まれ、DBR が圧縮応力を受けていることがわかる。また、反り量が 0 になるのは、

835℃と 840℃の中間である 837.5℃と見積もられた。さらに、この反り変化量から Chu’s equation 

[3]を用いて InN モル分率を求めた。この結果を、AlInN 単膜の X 線回折測定から求めた InN モル

分率（歪考慮）とともに図 3 に成長温度に対する関数としてプロットした。その結果、両者の傾

向がよく一致するとともに、各成長温度での InN モル分率値の差異は 0.5%以下であった。また、

X 線回折測定より AlInN がサファイア基板上 GaN に格子整合する InN モル分率は 17%程度[4]で

あり、その場ウエハ反り測定の結果から予想される、反り変化量 0 を与える InN モル分率値 17.8%

とわずかながら異なることが示唆された。 
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図 1. サンプル構造 図 2. その場観察反り測定結果 図 3. 各温度での InN モル分率 

第66回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2019 東京工業大学 大岡山キャンパス)12p-W541-10 

© 2019年 応用物理学会 12-306 15.4


